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誘電体メタレンズをはじめとするメタサー

フェスに用いられるメタ原子である Si ナノ柱

の性能評価を行った．Si 柱は直径に依存した伝

搬係数を持ち，一定高さで直径の異なる Si 柱

を配列することで位相遅延量を制御すること

が期待できる[1]．波長 900 nm で動作するメタ

原子として設計したアモルファス Si 柱の透過

率と位相遅延量を測定したので報告する． 

Si 柱はガラス基板上に Si スパッタリング，

電子線リソグラフィとエッチングにより製作

した。柱直径は電子顕微鏡で，透過率および位

相遅延量は図 1 に示す顕微分光装置を用いて

それぞれ計測した。図 2 に示すように Si 柱配

列の透過光と基板の透過光を干渉させること

で位相遅延量を評価した．位相遅延量φは次式

で求めた．Si 柱は製作できた直径 120~300 nm

について測定した． Si 膜厚は 400 nm であっ

た． 

𝑐𝑜𝑠∅ =
2𝐼𝑏 − 𝐼𝑔 − 𝐼𝑝

2√𝐼𝑔𝐼𝑝
 

得られた測定結果を、有限要素法による電磁

場解析と比較した結果を図 3 に示す．位相遅延

量は 72˚~280˚,透過率は 0.08~0.76 の間で直径

ごとに変化していることを確認した．透過率に

おいては値の絶対値は異なるものの、ディップ

位置が計算値とほぼ同様となることが確認で

きた．位相遅延量においては直径 200 nm 以下

では計算値と同様の挙動をしていることが確

認できた．その反面，直径 210 nm 以上ではシ

ミュレーションとの一致が悪く，この原因の解

明と測定方法の改良を行う必要がある．また製

作ロットごとの直径誤差が大きく、これが光学

特性に大きく影響していることが分かった。 

 

図 1 測定装置 

 

図 2 測定方法 

 

図 3 測定結果 
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